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1．はじめに 
 強誘電体 HfO2 薄膜は、従来の強誘電体材料で

は不可能であった Si 基板上への形成が可能であ

り、強誘電体ゲートトランジスタ(MFSFET)への

応用が期待されている[1]。前回、我々は Hf 界面

層(IL)を導入した膜厚 20 nm の強誘電性ノンドー

プ HfO2 を用いた MFSFET に関して報告した[2, 
3]。今回、低動作電圧を目的として、HfO2 を 10 
nmに薄膜化したMFSFETを作製したので報告す

る。 

2．実験方法 
 p-Si(100)基板上にフィールド酸化膜を形成し、 

チャネルストップおよびソース/ドレイン領域を

イオン注入法により形成した。次に、Pt(20 
nm)/HfO2(10 nm)/Hf(1 nm)積層構造を RF マグネ

トロンスパッタ法を用いて in-situ で室温堆積し、

コンタクトホールを形成後、Pt 電極を形成した。

HfO2 の堆積条件は、Ar/O2=2.3/0.5 sccm, 60 W と

した。次に、N2雰囲気で 500-600 oC/30 s の PMA
を行い、裏面の Al 電極を真空蒸着して MFSFET
を作製した(L/W=10/90 μm)。作製したデバイスに

ついて、ID-VG特性を評価した。 

3．実験結果および考察 
 図 1 に作製した MFSFET の ID-VG 特性を示す。

600 oC/30 s でアニールしたデバイスは分極型の

ヒステリシスを示し、メモリウィンドウ

(MW)0.03V、ON/OFF 比 2.3x106、S 値 160 mV/dec.
が得られた。一方、500 oC/30 s でアニールした場

合、電荷注入型のヒステリシスを示し、結晶化が

不十分であると考えられる。またオフ電流の増加

がみられ、ON/OFF 比 1.4x105、S 値 140 mV/dec.
が得られた。以上の結果から、1 nm の Hf 界面層

を導入した強誘電性ノンドープ HfO2 の薄膜化に

成功し、MFSFET の動作を電源電圧 2 V で実現し

た。 
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図 1 作製した MFSFET の ID-VG 特性 
 

表 1 MFSFET のデバイスパラメータ 
アニール 

条件 
MW [V] 

ON/OFF

比 

S 値 

[mV/dec.] 

500 oC/30 s - 1.4x105 140 

600 oC/30 s 0.03 2.3x106 160 
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